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(54) Title: ETCHING MEDIA FOR OXIDIC, TRANSPARENT, CONDUCTIVE LAYERS
(54) Bezeichnung: ATZMEDIEN FUR OXIDISCHE, TRANSPARENTE, LEITFAHIGE SCHICHTEN

(57) Abstract: The present invention relates to a novel etching medium for patterning transparent, conductive layers such as are
used for example in the production of liquid crystal displays (I.CD) using flat screens or organic light-emitting displays (OLED) or
in the case of thin-film solar cells. Specifically, particle-free compositions are involved which can be used to etch selectively fine
structures into oxidic, transparent and conductive layers without damaging or attacking adjoining areas. The novel liquid etching
medium can be applied to the oxidic, transparent, conductive layers to be patterned in an advantageous manner by means of printing
methods. A subsequent thermal treatment accelerates or starts the etching process.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Atzmedium zum Strukturieren von transparenten, leitfzhi-
gen Schichten, wie sie beispielsweise in der Herstellung von Flussigkristallanzeigen (L.LCD) unter Verwendung von Flachbildschir-
men oder von organischen lichtemittierenden Anzeigen (OLED) oder bei Diinnschichtsolarzellen verwendet werden. Im speziellen
handelt es sich um partikelfreie Zusammensetzungen, durch die selektiv feine Strukturen in oxidische, transparente und leitfdhige
Schichten geitzt werden kénnen, ohne angrenzende Flichen zu beschidigen oder anzugreifen. Das neuartige fliissige Atzmedium
kann vorteilhaft mittels Druckverfahren auf die zu strukturierenden oxidischen, transparenten, leitfahigen Schichten aufgebracht
werden. Fine nachfolgende Temperaturbehandlung beschleunigt, bzw. startet den Atzprozess.



